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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Ефекти наноструктуризації в боратних та халькогенідних матеріалах із структурою скла для прогресивних
застосувань в оптоелектроніці

Назва роботи англійською:
Effects of nanostructurization in borate and chalcogenide materials with glass structure for advanced applications
in optoelectronics

Реферат українською:
 Досліджено композиційні особливості внутрішньо-структурних неоднорідностей в халькогенідних
напівпровідникових стеклах (ХНС) та боратних стеклах (БС), викликані впровадженням металічних
активаторів, проведено їх структурну та оптичну характеризацію, зокрема: - синтезовано БС
LiKB4O7:Ag(Gd,Ag) і LiCaBO3:Ag (LiCaBO3:Gd,Ag) із сформованими відпалом наночастинками (НЧ) Ag;
досліджено їх плазмонні спектри і нелінійно-оптичні властивості; оцінені розміри утворених НЧ (1.0-3.8 нм);
розвинуто мікроструктурні механізми формування НЧ Ag в БС; - синтезовано Ga-модифіковані ХНС,
оптимізовані Sb g-Ga2(As0.28Sb0.12Se0.60)98) та Te g-Ga2(As0.4Se0.6)88Te10), а також активовані РЗ йонами,
виділено область їх гомогенності, фазового розшарування та кристалізації; параметризовано спектральні
залежності оптичного пропускання в залежності від вмісту РЗ активаторів та Ga; - проведено
мікроструктурну характеризацію функціональності в РЗ-активованих ХНС Gax[(As/Sb)2Se3]1-x; показано, що
ХНС Ga2(As0.4Se0.6)88Te10, активовані РЗ йонами, можуть бути використані як ефективні середовища
еванесцентних хвилеводних сенсорів; - параметризовано мікроструктуру поруватої будови БС Li2B4O7:Ag та
ХНС As2Se3-Ga-РЗ; представлено інтерпретацію спектрів часів життя позитронів в метал-активованих БС і
ХНС; розвинуто модель редукції позитронного трепінгу для прогнозування функціонування РЗ-активованих
склуватих середовищ; - з використанням програмного пакету "Hyper-Chem" проведено квантово-хімічне
моделювання ефектів впровадження активаторів в БС і ХНС. Обґрунтована методологія створення
наноструктурних неоднорідностей в БС і ХНС з оптимізованими характеристиками для відтворюваних
елементів ІЧ фотоніки, оптоелектроніки, сенсорної та оптотелекомунікаційної техніки. Запропоновано
модель для опису фізичних закономірностей та природи формування НЧ в БС типу Li2B4O7:Ag(Cu) та ХНС на
основі As2Se3-Ga-РЗ.

Реферат англійською:
The composite features of intrastructural inhomogeneities in chalcogenide semiconductor glasses (ChSG) and
borate glasses (BG) caused by the introduction of metal activators were investigated, their structural and optical
characterization was carried out: - LiKB4O7: Ag (Gd, Ag) and LiCaBO3: Ag (Gd, Ag) BG with formed by annealing Ag
nanoparticles (NP) were synthesized; their plasmonic spectra and nonlinear-optical properties were investigated;
sizes of NP were estimated (1.0-3.8 nm); microstructural mechanisms of Ag NP formation in the BS have been
developed; - Ga-modified ChSG, optimized by Sb g-Ga2(As0.28Sb0.12Se0.60)98) and Te g-Ga2(As0.4Se0.6)88Te10),
as well as activated by RE ions, were synthesized; the regions of their homogeneity, phase stratification and
crystallization were determined; the spectral dependences of optical transmission were parametrized in
depending on the content of RE activators and Ga; - microstructural characterization of functionality in RE-
activated ChSG Gax[(As/Sb)2Se3]1-x was carried out; it has been shown that ChSG Ga2(As0.4Se0.6)88Te10,
activated by RE ions, can be used as effective media of evanescent waveguide sensors; - the microstructure of the
porous structure of BG Li2B4O7: Ag and ChSG As2Se3-Ga-RE was parametrized; interpretation of the positrons
lifetime spectra in metal-activated BG and ChSG was presented; model of reduction of positron trapping has been
developed to predict the functioning of RE-activated glassy media; - using the software package Hyper-Chem, a
quantum-chemical modeling of the effects of activators introduction in the BG and ChSG was carried out. The



methodology for the nanostructural inhomogeneities creation in BG and ChSG with optimized characteristics for
reproducible elements of infrared photonics, optoelectronics, sensory and opto-telecommunication equipment
was reasoned. A model for describing the formation of the NP in the BG like Li2B4O7: Ag (Cu) and ChSG based on
As2Se3-Ga-RE was proposed.
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VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Методичні рекомендації для розроблення технологічних процесів цільової
наноструктурної модифікації склуватих халькогенідних матриць (ХНС) для ІЧ фотоніки та нелінійно-
оптичної параметризації боратних стекол (БС)

Назва НТП англійською: Methodical recommendations for the development of technological processes of
preconceived nanostructural modification of glassy chalcogenide matrixes (GChM) for infrared photonics and
nonlinear optical parametrization of borate glasses (BS)

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати: Матеріали

Галузь застосування: 33.40.0 - Виробництво оптичних приладів та фотографічного устатковання

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Розвинутий комплексно-послідовно-систематичний підхід до проблеми стабілізації нано-
структурних неоднорідностей в гомогенних середовищах, представлених ковалентними ХНС та іонно-
ковалентними БС, а також запропоновано використання цього підходу як ключового розв’язання в розробці
надійних склуватих матеріалів для новітньої оптоелектроніки, телекомунікаційної техніки та сенсорики.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Створення принципово нової продукції (матеріалів,
технологій тощо) для забезпечення експортного потенціалу та заміщенню імпорту, Економія енергоресурсів,
Економія матеріалів

Вплив НТП на довкілля:
Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП
Початок етапу:
Закінчення етапу:

Споживачі продукції: виробники елементів оптоелектроніки, телекомунікаційної техніки та сенсорики

Перспективні ринки:
Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:
Права, що надаються інвестору після завершення роботи: Права не надаються

Наявність бізнес-плану: Ні

Техніко-економічне обгрунтування: Ні

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:
Очікуваний термін окупності (років):
Додаткова інформація:
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